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金属ナノ粒子を高濃度に溶媒中に分散させた金属ナノインクは、印刷法によって電極配線パターンを形

成するプリンテッドエレクトロニクス技術への応用が期待されている。最近、アルキルアミン基で保護され

た銀ナノインク[1]と、VUV光照射により形成した反応性表面を用いて、従来より高精細な電極パターンの

形成が可能な「光反応性表面ナノメタル印刷法（SuPR-NaP法）」が開発された[2]。この手法では、銀ナノ

インク塗布の前後で、銀ナノ粒子の表面を保護していたアルキルアミン基が、反応性表面上のカルボキシル

基へと変換する様子が、表面増強ラマン散乱分光 (SERS) により明らかになっている。本研究では、上記

の SuPR-NaP法により作製した電極配線パターンにおいて、有機半導体とのコンタクト抵抗を低減させる

手法として知られる電極表面のチオール修飾を試みた。その結果、表面保護基が化学変換される様子を

SERS 測定により高感度に検出するとともに、保護基の化学変換に伴い電極-半導体間のコンタクト抵抗が

低減し、有機薄膜トランジスタ（OTFT）の特性が大幅に改善する様子を確認したので報告する。 

SuPR-NaP銀電極表面を、ペンタフルオロベンゼンチオール(PFBT)により常温常圧下で気相修飾し、表

面状態について SERS 測定を行った。その結果、修飾前は保護基であるオレイルアミン基によるスペクト

ルが観察されていたが、修飾後に PFBT によるスペクトルへと変化する様子が観察された (図 1)。これら

の電極上にペンタセン薄膜を蒸着し、ボトムゲートボトムコンタクト型 OTFT を作製した(図 2)。さらに

Transfer line method(TLM) 法を用いてコンタクト抵抗を評価した結果、表面修飾を行うことにより、コ

ンクタクト抵抗が著しく低下することがわかった(図 3)。 
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図 1. PFBT修飾前後での 
SuPR-NaP銀電極表面のラマンスペクトル 
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図 2. TLM測定用OTFTと
出力特性 

 

図 3. PFBT修飾前後での 
OTFTの TLMプロット 
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